GF 100

Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
quenztransistor fiir ZF-Verstirker in AM-

bei Umgebungstemperaturen
von —40 °C bis +65°C

Standard: TGL 200-8390

Abmessungen: Bouform A 3/25b,
nach TGL 11 811

Masse ~ 0,8 g
Zuldssige Héchstwerte
for ﬂ" = 45'(:
-Uceo = 15V Il = 15mA
-Ugso = 10V -ls = 5mA
-le = 15mA ) = 75°C
al == ﬁﬁ"ﬂ grd
Kennwerte bei #a = 25°C _5 grd Wirmewiderstand Rth = 05

Min Typ | Max | MeBbedingungen
Reststréme-
-ceo | | 15uA 10pA | -Us = 6V
-lecso | ' 50 pA 500 pA | -Uce = 25 V
-Iceo . 85 «A 600 pA | -Uce = 6V
-Ices . . 25pA | -Uce = 6V
-leBo | 500 tA | -Ues =15V
Grenzirequenz
fhete |3 MHz |6 MHz | -UCE =6V, -lc =1 mA, {=3MHz
Rauschmal}
F

6 dB ‘15:15 [

-Uce=6V, -lc=05 mA, f=0,5 MHz
Rg = 1 k2

Vierpolwerte in Emitterschaltung

gt1e ' 0,5 mS
Cite | 300 pF |
g12e | 3uS|
Ci2e 7 pF |
y2te| |13 ms | 175 mS
022« | 30 P-S

C22 : 25 pF

h21e | 20 70

1.4 mS I

700 pF

7uS |

14 pF |\ U::E—EV -lc = 0,5 mA,
f=105 MHz

50 pS

50 pF I
“Uce=6V, -lc=2mA, f=1kHz

Bestellbeispiel liir einen Transistor

Transistor GF 100 = TGL 200-83%0



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéngig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur
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Hi_tthu Kennlinien fir ¢y = 25°C
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